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Afin de respecter les contraintes physico-chimiques et d’optimiser les performances, les cellules 

photovoltaïques en couche mince avec un absorbeur en Cu(InGa)Se2 (CIGS) sont formées d’un 

empilement de 5 couches différentes (hormis le substrat de verre). Dans un tel système, les interfaces 

jouent alors un rôle très important, du point de vue des propriétés tant électriques que mécaniques. 

Aussi est-il nécessaire de connaître la structure et la composition chimique de ces interfaces, de suivre 

leurs évolutions au cours des différentes étapes de la fabrication des dispositifs et de corréler leurs 

propriétés aux performances des cellules. 

Dans cette communication, il sera rendu compte d’une étude concernant l’évolution de l’interface 

Mo/CIGS avec le temps de « sélénisation ». Cette étape (à 400°C dans le cas présent) consiste à 

exposer la couche de Mo (contact arrière) à une atmosphère de Se préalablement au dépôt de la couche 

de CIGS (absorbeur). 

Comme divers travaux antérieurs l’ont déjà montré, une couche de MoSe2 se forme à cette interface. 

Nous présenterons des images MET à haute résolution de cette couche.. Elles révèlent que pour un 

temps de sélénisation de 2min40s le MoSe2 a une épaisseur ~5nm et que les feuillets superposés qui le 

constituent sont très bien ordonnées et suivent la topographie des grains de Mo (axe c normal à la 

surface du Mo).  

Pour des temps de sélénisation plus longs (5min), ce bel ordonnancement disparaît. La couche 

interfaciale de MoSe2 est alors plus épaisse (~10 nm) et elle est constituée de nanocristallites dont 

l’orientation est aléatoire. Ces structures ont une dimension caractéristique ~5nm. Quelques cavités 

sont même observées.  
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La structure de la couche de MoSe2 joue également un rôle sur des propriétés électriques des cellules. 

C’est ainsi que la résistance-série des cellules réalisées est 3 fois plus élevée après une sélénisation de 

2min 40s qu’après une sélénisation de 5min. Cette différence peut s’expliquer par les différences de la 

structure du MoSe2. 

Par contre, et c’est un peu contre-intuitif compte-tenu de la faiblesse des forces de Van de Waals qui 

s’exercent entre les feuillets du MoSe2, la force d’adhésion du CIGS au Mo est indépendante du temps 

de sélénisation. Des hypothèses quant à l’origine de ce phénomène seront discutées . 


